
UKD 621.382.2 

NORMA BRANŻOWA 
BN-81 

3375-29.04 
ELEMENTY 

PÓŁPRZEWODNIKOWE Diody typu DG 51, DG 52 
Zamiast 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szczegółowe 

wymagania i badania dotyczące germanowych diod przełą­

czających typu DG 51, DG 52 w obudowie szklanej do za ­

stosowań profesjonalnych oraz w urządzeniach·. wymagają" 

cych zastosowania elementów wysokiej i bardzo wysokiej 

jakości. Diody przeznaczone są do pracy w układach prze­

lącz ający ch średniej pr~dkości. 

Kategoria klimatycLlla wg PN-73 / E-04550 dla diod: 

- profesjonalnych - 55/070/10, 

- wysokiej jakości - 55/070/21, 

- bardzo wysokiej jakości - 55/070/56. 

2. Przykład oznaczania 

a) diod profesjonalnych: 

DlODA DG 51 BN-81/3375-29.04 

b) diod wysokiej jakości: 

DlODA DG 51 / 3 BN-81 / 3375-29.04 

c) diod bardzo wysokiej jakości: 

DIODA DG 5 1 /4 BN-81 / 3375-29.04 

3. Cechowanie diod powinno zawierać następujące dane: 

al oznaczenie typu - kodt!m literowo-cyfrowym (kierunek 

odczytu zgodny z kierunkiem przewodzenia diody) lub al­

ternatywnie kodem kolorowym w pos.taci paska na obwodzie 

obudowy od strony wyprowadzeni a katody o kolorze: 

- brązowym dla DG 51, 

- czerwonym dla DG 52, 
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b) oznakowanie dodatkowe dla diod wysokiej i bardzo 

wysokiej jakości - na etykiecie opakowania; diody wysokiej 

jakości po oznaczeniu typu powinny mieć umieszczoną cyfrę 

3, a diody bardzo wysokiej jakoŚCi cyfrę 4 np. DG 51/4. 

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzeń diod - wg tab!. 1. 

i rysunku. 

Element kompletny Al - wg PN-72 / T-01503.01. 

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta - ct 01. 

Tablica 1. Wymiary obudowy CE 01 

Wymiary, mm 

Symbol wymiaru 
min nom max 

b1 ) 
:2 

0,46 - 0,56 

D - - 2,7 

11) - - 7,6 
1 

11) - - 2,5 
1 

Zz 26 - -
Z2) 16 - -z 

-1) Wymiar (/J b
Z 

nie jest kontrolowany w strefie J~. 
2) Długość, przy której końcówki mogą być zginane pod 
kątem prostym. 
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Obudowa CE 01 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu ' Podzespołów i Materiałów Elektronicznych 

UNITRA-ELEKTRON dnia 26 sierpnia 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia l stycznia 1982 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr '19/1981 poz. 77) 
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2 BN-81 / 337S-29 . 04 

·1 

~ . Badania w grupie 1\. B, C i D - ws BN-80/ 337::>-29.00 

p. 3.1. 

6. Wymagania szczególowe dotyczące badań grupy 1\, B, 

CiD 

a) badania podgrupy A l - sprawdzenie wymia rów: I/) b
2

, 

ą> D , G i ~ - wg r ysunku i tab!. l, 

h ) lJadania podgrup:' A2, A3, A4 i C2 - w g lab!. 2, 

c ) lJadania podgrupy B, C i ]) - wg tabl. 3, 

d ) parametry d cklryczne sprawdzane w cza sie i po ba­

daniach grupy B, C i D - wg tab!. 4, 

c ) liczność próbki w badaniach grupy C i D - 50 sztuk. 

7. Pozoslale postanowienia - wg BN-80 / 3375-29 . 00 

Tablica 2. Parametry elektryczne s prawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4 i C2 ( poziom II, !lI, IV) 

Wartości graniczne 

Podgrupa 
Kontrolowa- MetodiI ' 1'0 - Jed-

badań 
Rodzaj badania ny parametr miaru wg Warunki pomiaru nost- OC 5 1 OC 52 

P N-74/ ka 
T-01504 min max m~n max 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sprawdzenie pOOsta- U ark. 37 IF = 5 mA V 0,4 l 0,4 l 
A2 wowych parametrów F 

C2 e lektrycznych UR 
= 1,5 V - 4 - 8 

l R 
ark. 56 ).l/\ 

U
R 

=lOV - 7 - 15 

I FM = 30 mA } 
Sprawdzenie drugo-

po . 
AJ V = 35 V 

0,5 }lS - 700 - 700 
C2 

r zędnych parametró", 
i ark. 59 RM 

,elektrycznych r,. ).lA 

l FM = 30 mA} 
• po 

150 150 
3 ,5 ).lS - -

U = 35 V 
RM 

Sprawdzenie parame-
U = 10 V A4 tró", elektrycznych 1ft ark. 56 R }lA - 80 - 170 

w t = 70 Oc 'o 
.. mb t cmb = 70 C 

. E Tablica 3 Wyma,ll,ania szczeJ;:ólowe d la badań l!rupy B C i D 

Lp. 
Podgrupa 

Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 
badań 

1 2 ~ 4 .,) 

1 B1, CI Sprawdzenie wytrzymalości mechanicznej wypro- próba Ub, obciążenie 2,5 N 
waJzeli 

Sprawdzen ie szczelności próba QI, kondycjonowanie cieczy 

2 . B3, C9 Sprawdzenie wytrzymałości na ,! ki swobodne polożenie diody w cz'asie spadania: wyprowadze-
niami prostopadle do kierunku spadania 

" D4 Sprawdzenie wytrzymalo,ki 1\a udary w'ielokrotne mocowanie za obudow~ -' 
135 , C5 

Sprawdzenie; wytrzymalości na nagle z' diany tern- o 'r = 70 Oc 4 TA ~ -55 C, pcratury B 

'3 136 . C6 Sprawdzenie odporności na narażenia elektryczne wg PN-78/ T-01515 tab!. 5, metoda f, warunki 
obciążenia: napięcie wyjściowe na transformato-
r ze Ut,. = 18 V, prąd wyprostowany lo - 16 mA . 

6 C2 Sprawdzen ie parametrów elektrycz nych wg tab!. 2 

Sprawdzenie odporności na suc.he gorąco 
o 

t amb max = 70 C 

Sprawdzenie odporności na zimno tamb min -- Oc = - ::>:J 

7 C3 Sprawdzenie masy wyrobu masa wyrobu - 0,2 g 

Sprawdzenie tn,atoś.ci cechowania wg PN-78/T-01515 p. 5.3.G.1 a) 

. 



BN-81 / 3375-29.04 

cd. tabl. 3 
I 

Podgrupa 
Wymagania szc zegółowe 

, 
Lp. Rodzaje badania , 

badań , 
• 

1 2 3 4 
, 

8 C4 Sprawdzenie wytrzymałości na przyspieszenie kierunek prostopadły do osi diody, mocowanie /.~ 
. 

stałe obudowę 
; 
; 

Sprawdzenie wytrzymałości na udary pojedyncze 
( dla poziomu jakoŚCi 11) 

mocowanie za obudowę 
Sprawdzenie wytrzymałości na uąary wielokrotne 
(dla poziomu jakości 1Il i IV ) 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o stałej 
częstotliwości (dla poziomu jakoŚCi II ) 

mocowanie .: a obudowę 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o zmien-
nej częstotliwości ( dla poziomu jakości 1II i IV) 

9 C5 Sprawdzenie wytrzymałości na cieplo lutowania 
o 

temperatura kąpieli 260 C 

10 C7 Sprawdzenie wytrzymałości na zimno 
o 

t stg min = -55 C 

11 C8 Sprawdzenie wytrzymałości na suche gorąco 
o 

tstg' max = 70 C 

12 ClO Sprawdzeni .. " wymiarA.w wg rys. 1 i tabI. l 

13 Dl Sprawdzenie odporności na niskie ciśnienie 
, o 

temperatura narażenia 25 C 
atmosferyczne 

14 D4 Sprawdzenie wytr2;ymałości na pleśń brak porostu pleśni po badaniu 

15 D5 Sprawdz'enie Wytrzymałości na mglę sołną położenie diody dowolne 

; 

Tablica 4'- 'Pjlr.ainetry elektryczne , sprawdzane> w >c,zasie ' i po bad,mi,a'ch grupy B, C i D (poziom !l, 1I1 i IV ) 

, 
Wartości graniczne 

Oznaczenie Metoda 'pomiaru wg Podgrupa J~d-
DG 5 2 Lp. Warunki pomiaru nost- DG 51 parametru , PN~74/T-01904 badań 

ka 
min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UR = 10 V B4, B5, B6, 

tamb = 25 Oc CI, C4, C5, JlA - 14 - 30 
C6, C8 

1 I R 
ark. 56 

UR = lOv C2 

tamb = 70 Oc llA 80 - 170 

IF = 5 mA B3, B4 , B5 , 

= 25 Oc 
B6, CI, C4, 

V 0,4 1 , 1 0,4 1,1 
tamb C5, C6" C7 , 

2 UF ark. 57 
C8, C<, Dl 

IF = 5 mA 

tamb 
o C2 V - 1, 5 - 1, 5 

= -55 C 
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4 Informacje dodatkowe do BN-Bl/3375-29.04 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Naukowo- ProdukCYJ­

ne Centrum Pólprzewodników , Warszawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/3375-l5.02 

al zmieniono postanowienia normy za zgodność z BN-BOI 

3375-29.00, 

bl wprowadzono nową rozszerzoną klasyfikację jakościo­

wą dzielącą diody na trzy poziomy jakościowe. 

3. Normy związane 

PN-73/E-04550 Wyroby elektroteclmiczne. Próby środo­

wiskowe 

PN -721 T -01503.01 Elementy półprzewodnikowe. Zarysy i 

wymiary. Element kompletny Al 

PN -75 I T -01504.56 Diody. Pomiar prądu wstecznego I
R 

PN -75/T -01504.57 Diody. Pomiar napięcia przewodzenia 

UF 

PN-75/T-01504.59 Diody. Pomiar czasu ustalania się prą­

du wstecznego t TT po przełączeniu impulsowym 

PN-7BIT-015l5 Elementy półprzewodnikowe. Ogólne wy­

magania i badania. Postanowienia ogólne 

BN-79/3375-29.00 Diody przełączające. Wymagania i ba­

dania. Postanowienia ogólne 

4. Symbol KTM Wyrobu 

DG 51 - 1156131901002 

DG 52 -1156l31902Q03 

5. Wartości dopuszczalne - wg tabI. l-l. 

Tablica l-l 

Oznaczenie Jed-
Wartości dopuszczalne 

. 

Lp. 
parametru 

Nazwa parametru 
nostka 

= 25 Oc t b:> 25 Oc 
tamb am 

1 2 3 4 5 6 

1 
URM 

Szczytowe napięcie wsteczne er >-: 50 MHz l V 35 -

2 UR 
Napięcie wsteczne V 35 -

3 IF Prąd przewodzenia mA 35 
25 

t amb 
• 35 

4 I FM 
SzczytowJ prąd przewodzenia mA 150 -

, 
16 

25 
. 35 5 ID Sredni prąd wyprostowany mA t amb 

-
6 I

FSM 
Niepowtarzalny szczytowy pr;ąd przewodzenia " mA 200 -

. 
7 t stg Temperatura przechowywania Oc -55, ... , +7.0 

B t i Temperatura ztącza Oc 75 

9 t amb Temperatura otoczenia w czasie pracy Oc -55, ... , +70 

6. Dane charakterystyczne - wg rys. l-l 1-4 na str. 5 i tabI. 1-2. 

Tablica 1-2 

Typ 

Lp. 
Oznaczenie 

Nazwa parametru Warunki pomiaru 
Jed-

parametru no- DG 51 DG 52 
stka 

min typ max min typ max 

1 2 3 4 5 6 7 B' 9 10 11 

1 UF Napięcie przewodzenia I = 5mA V 0,4 O,B 1 0,4 0,B5 1 F 

2 I R 
Prąd wsteczny UR = 1,5 V - 1,5 4 - 2 B 

pA . 

UR = 10 V - 3 7 - 5 15 

l = 30 mA} po 0,5 ps 700 700 Prąd ustaienia się cha- .FM - - - -

3 iTr 
rakterystykl wstecz- URM = 35 V 

nej pA 

I = 30 mA} FM _ po 3,5 ps - - 150 - - 150 
U

RM
- 35 V 
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Ry~ . \- \. N"pl~cic przcwl'tlzcn ia \!ol funkcji prądu przewo -
dzenia i t,>lllper(1turv V = f(I ,. i t , ) 

" F rum) 

1l~ ~1 DG ~ 

:< 

~ lo'" 

'I.~ 
l,.o 

J... l ... 
~ 

l- I-
f(\Q. ... 

tO 

" I 
'I.~ 

,; tllmb=ZS·C tll"'b: 60°C 

'. ~ 
1 

1 o, O o 10 

IBN-8113375-29.04-r-2/ 

Rys. l-2. Prąd wsteczny w funkcjI napi~ cii'l ws tec z nego 
i. t.empera t ury I

R 
= f (U

R 
i t amb ) 

DG ~, 
liG 52 
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Ry s . [-3 . Pojelllność w funkcji napi~C1a wst.ecznego 

eT = f (UR) 
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